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１．概要（Summary） 
電子ビーム露光やドライエッチングなどの半導体微細

加工プロセスを利用することで、超小型の光デバイスが実

現できると期待される。このような微細光半導体デバイス

に適したプロセス技術を調査することを目的として、北海

道大学の設備を利用する技術代行を依頼している。 
 本課題では、超小型光デバイスで用いる「微細ホール」

のパターンを電子ビーム描画露光するために、適した条

件と形状を調査した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
超高速スキャン高精度電子ビーム露光装置 130kV
【実験方法】 

露光条件(露光時間・電流値など)を調整し、最適な条

件を探った。このために、条件を変えた露光・現像の後に、

各部の仕上がり形状を電子顕微鏡で確認する実験を繰り

返し行った。 
また、半導体上に所望の大きさ(直径：0.12μm)のホー

ルを得るため、ホールドライエッチング工程における変換

差も加味して設計値を変更した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
  Figure 1 に、露光条件を変更した前後でのレジストパ

ターンにおける、微細ホール部分を拡大した電子顕微鏡

写真を示す。調整前は過剰な露光に伴いホールが拡大・

扁平していたが、露光時間を減らす方向に調整をした結

果、設計通りのホールの形状で開口しているレジストパタ

ーンを得ることができた。 
 Figure 2 には、ドライエッチング工程におけるホールの

拡大を加味して設計値を変更した前後での、半導体に形

成した微細ホールの写真を示す。変更前では、直径

0.18μmに拡大していたが、パターン描画における設計値

を最適化することで、半導体上に直径 0.12μm のホール

を得ることができた。 
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Figure 1 SEM image of nano-hole on resist. 

(Before and after adjustment exposure condition.) 
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Figure 2 SEM image of nano-hole on semiconductor. 
(Before and after adjustment size of hole on CAD.) 
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